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OEM:Valvo Transistor 2N3020 Datasheet

2 N 3019
2 N 3020

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN
fir Verstlrker- und Schaltéranvenduangen

Mechanische Daten:

Gehliuse: Metall, JEDEC TO-39,
5 C3 DIN 41 873

Der Kollektor ist mit dem
Gehiinse leitend verbunden.

MaBangaben in mm.

A
I

m TENNELS
Eurzdaten: 2 A0189 2 N 3020
Koellektor-Sperrspannung UCB °" max. 140 v
Eollektor-Emitter-Sperrspannung UCE p = maX. B0 v
Kollektorstrom lc = mAX. A
Gesamtverlustleistung beil ‘ﬁ- : 28 ?lnt. WX 5 L
bei 8 S as% Pio¢ = max. BOO mh

Sperrschichitemperatur IJ = maX. 200 °c
Gleichstromverstirkung

bei UEE = 10 ¥, l{: = 150 mA B = 100. ..300 40...120
Transit-Frequenz .

b i rEE = 10 V, I{.‘ = 50 mA f,.l. = 100 B0 MHz

™ Die Transistorem 2N 3019 /2N 3020 kSnnen nach CECC 50 002 - 175 geliefert
werden.
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OEM:Valvo Transistor 2N3020 Datasheet
Absolute Grengwerte: (gHltig bis 8, .“]
Kellektor-Sperrspannung bei I! = 0;: UEB p = max. 140 V¥
Kellektoer-Emitter-Sperrspannung bei ln = 0 UEI o = max. B0 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = O L'l'm g ™ max. T Y
Koellektorstrom: IE = mAX. 1 A
Gesamtverlustleistung bei I-E E 25”¢s Ptnt = mAX. 5 W
bei 8, = 28°C P = max. 800 m¥
tot o
Sperrschichttemperatur: IJ = BAX. 200 c
Lagerungstemperatur: 'I-5 = mim. =66 uﬂ
o = max. 200 °C
Wirmewiderstand:
gwischen Sperrschicht und GehBuse: lth G £ s KW
gwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth v i 218 K/W
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OEM:Valvo Transistor 2N3020

Kennwerte: bei .IJ = 28°C, sofern nicht anders angegeben

Eollektor-Restatrom

bei UCB = B0 ¥V, IE = 01
=0, b

bei UCH = 90 V, I!

Emitter-Reststrom

bei Umlﬂ\’. Inlﬂl

Kollektor-Durchbruchspannung
bei IB = 100 pA, IE = D3

Kollektor-Emitter=Durchbruchspannung

beid Ig = 30 mi, ]B = Dz

Emitter-Durchbruchspannung
bei I= = 100 pA, I, = 0:

Kollektor=Emitter-Hestspannung
beid IE = 180 mA, I_ = 15 mA:

g™ 180%¢,

B
bei IC = 500 mA, l- = 50 mA:
Basisspannung
bei IC = 150 mi, IB = 15 mAz

Gleichstromverstirkung
bei UE! w 10 W, I, = 100 phk:

bei HE: = 10 ¥V, ]E = 10 mi:

bei EEI = 10 V, lc w 150 mAs .
bei Ucl = 10 ¥, IC = 150 mA, ‘U m =88 Ct
bei UEI = 10 WV, IC m 500 mis

bei UCE = 10 V, IC = 1,0 A:

KurgschluB=Stromverstirkung

bei UCB = 5 W, lﬂ = 1mh, f = 1 kHz:

Transit=Frequenz
bei uﬂl = 10 ¥V, IC = 50 mA, EH = 20 MHz:

Eollektorkapazitht
bei Ucn = 10 V; II = 0; f = 1 MHz:

Emitterkapazitht
bei I,Tm-l].'ﬁ'd'. ]c-ﬂl f = 1 MHz:

Rickwirkungs-Zeitkonstante

bei UCE = 10 V, IE m 10 mA, [ = 4 MHz:

Bauschzahl
bei UCB = 10 ¥, I¢ = 100 pA,

Rl w1 k@l, f =1 kHz:
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